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1. はじめに 
MoS2膜は層状構造や柔軟性，光透過性などの良好

な機械的，光学的特性を有し，バンドギャップ（単

層：1.8 eV，多層：1.2 eV）を持つため[1-2]，新たな
2次元チャネル材料として注目されている．一方で、
MoS2膜の形成には，剥離法が主に用いられるが，大

面積成膜に課題があるため[3]、スパッタリング法が
用いられている[4,5]．しかし依然、デバイス作製プ
ロセスに課題が多い。そこで本研究では、シリコン

のプロセスインテグレーション技術を用いて

nMISFETsの作製に成功したため、以下に報告する。 
2. 試料作製方法 

Fig. 1のように SiO2/Si基板上にリフトオフプロセ
スによって、窒化チタン(TiN)ソース・ドレイン・コ
ンタクトを形成した後、スパッタリング法によって

MoS2膜を、原子層堆積法(ALD)によって Al2O3膜を

それぞれ 3 nm, 27 nm堆積した。活性領域を形成後、
MoS2膜の側壁を保護するため、二層目の Al2O3膜を

堆積している。TiN ゲート電極は反応性イオンエッ
チング(RIE)によって形成した。  
3. 結果 
スパッタ MoS2膜をチャネルとした MISFET 構造

の形成と(Fig. 2)、その電気特性の取得に成功した。
MISFETのチャネル移動度は 0.11 cm2/V-s であった。
Fig. 3に、すでに報告されている MoS2-FETとの移動
度の比較を示す。本研究のMISFETは他のMoS2-FET
に比べて移動度が高くはないが、今後 MoS2 薄膜の

グレインサイズを増大させ、寄生抵抗を低減させる

ことで向上することが期待される。 
4. まとめ 
 スパッタリング法と Al2O3保護膜を用いることで、

MoS2-nMISFETsを作製することに成功した。今後は
移動度の向上を目指す。 

 
Fig. 1 Cross-sectional illustration of nMISFETs. 

Fig. 2 Bird’s-eye views of chip-level-integrated nMISFETs. 

 

Fig. 3 Mobility comparison with silicon [6] and MoS2 

synthesized by three methods with top and back gates. 
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